
Nexperia碳化硅MOSFET的RDSon温度稳定性高、开关速度快且

短路耐用性佳，可满足日益增长的大功率和高电压工业应用

需求，是电动汽车充电基础设施、光伏逆变器和电机驱动器的

优选产品。

关键应用设计优势

主要技术特性

 › 开关损耗非常低
 › 快速反向恢复
 › 开关速度快
 › 关断时的开关损耗不受温度变化影响
 › 固有体二极管速度很快且稳健性佳

 › RDSon温度依赖性优于同类产品 

 › 栅极电荷性能优越和栅极电荷比 
- 栅极驱动器功耗低 
- 对寄生导通的耐受性高

 › 阈值电压容差非常小
 › 体二极管稳健性强，正向电压非常低
 › 1200 V时漏电流更低

 › 电动汽车充电基础设施
 › 光伏逆变器
 › 开关模式电源
 › 不间断电源
 › 电机驱动器

访问页面

 › 数据手册
 › 应用笔记
 › 新闻
 › 视频及更多信息

提高电源开关的安全性、稳健性和可靠性

碳化硅
MOSFET



型号 封装 VDS最大值(V)
RDSon典型值

(mΩ) 
Tj = 25 °C

ID最大值(A) 
TC = 25 °C

Tj最大值(°C)

NSF040120L3A0

TO-247-3
1200

40 65

175

NSF080120L3A0 80 35

NSF040120L4A0

TO-247-4

40 65

NSF080120L4A0 80 35

N NEXPERIA 
S 碳化硅 
F FET

RDSon 
020
040
080
160

20 mΩ
40 mΩ
80 mΩ

160 mΩ

封装类型
L3 TO-247-3
L4 TO-247-4
D7 D2PAK-7
Tn TopCool
Bn 裸片

版本说明

最大反向电压 
120 1200 V

认证体系
  标准版
-Q 车规级版

NSF 040 120 L3 A0 -Q
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